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Heksagonalny azotek boru (h-BN) to krysztal, ktory w ostatnim czasie cieszy si¢ bardzo duzym
zainteresowaniem ws$rod naukowcow. Jest to material nalezacy do dwuwymiarowych krysztatow
warstwowych, co oznacza, ze jego atomy tworza silne wigzania kowalencyjne jedynie w plaszczyznie
warstw, a same warstwy sa zwigzane ze sobg jedynie stabymi wigzaniami van der Waalsa. Wazng wtasnos$cia
tego materiatu jest jego szeroka przerwa energetyczna, ktorej energia to ok. 6 eV, co sprawia, ze materiat ten
jest $wietnym izolatorem elektrycznym ale réwniez kandydatem na efektywne zrodto $wiatta w zakresie
bardzo dalekiego ultrafioletu (DUV). Swiatlo takie moze by¢ wykorzystane do oczyszczania wody z
niebezpiecznych dla ludzkiego zycia mikroorganizméw oraz sterylizacji miejsc, w ktorych szczegdlnie
istotna jest czysto$¢ np. sal operacyjnych. Zmniejszajace si¢ zasoby stodkiej wody oraz rosnaca liczba ludzi
na ziemi powoduja, ze efektywne metody oczyszczania wody sa szczegdlnie istotne dla dalszego rozwoju
gatunku ludzkiego.

Aby moc utworzy¢ diode, ktora bedzie swieci¢ w obszarze DUV nalezy sprawi¢ aby krysztat byl w
stanie przewodzi¢ prad. Zazwyczaj robimy to poprzez dodanie do krysztalu matej ilosci atomdéw innego
rodzaju zwanych domieszkami. Odpowiednio dobrane atomy domieszkowe moga spowodowaé, ze w
krysztale pojawia si¢ dodatkowe elektrony w pasmie przewodnictwa (méwimy wtedy, ze krysztat jest typu n)
lub dziury, czyli puste miejsca po elektronach, w pasmie walencyjnym (taki material nazywamy krysztalem
typu p). Do utworzenia diody §wiecacej potrzebujemy zaréwno krysztatdéw typu p, jak réwniez typu n.
W niektorych krysztalach role takich domieszek moga odgrywac rowniez defekty krystaliczne. Kolejnym
bardzo istotnym krokiem technologicznym jest wytworzenie dobrego kontaktu elektrycznego — zwykle
polega to na utworzeniu na powierzchni krysztalu maski litograficznej. Maska jest wykonana ze
swiattoczutego polimeru, co pozwala na naswietlenie w niej ksztaltéw, ktore chcemy uzyska¢ z metalu.
Naswietlone obszary maski moga by¢ nastepnie wyptukane w wywotywaczu odstaniajac w ten sposob
powierzchnie krysztatu, w miejscach gdzie powinien znalez¢ si¢ metal. Na tak przygotowana probke
napylamy warstwe metalu, a nastepnie wyptukujemy mask¢ wraz z napylonym na jej powierzchni metalem.
W ten sposob na powierzchni krysztatu metal pozostaje jedynie w miejscach, w ktorych maska zostata
wywotana. Tak utworzona struktura musi jeszcze zosta¢ poddany wygrzaniu w wysokiej temperaturze w
odpowiednim gazie, w celu polepszenia jego parametrow technologicznych.

W tym projekcie zajmiemy si¢ opracowaniem kontaktow elektrycznych do h-BN. Wyprobujemy
wiele metali, ktére sg uzywane do tworzenia kontaktoéw z podobnymi krysztatami. Zupelnie nowym
elementem proponowanych badan jest uzycie warstwy wegla miedzy h-BN a metalem, co daje nadziej¢ na
wytworzenie mieszanego materialu BCN o nizszej przerwie energetycznej. Wykorzystanie wegla moze
przetozy¢ sie na znaczace obnizenie rezystancji kontaktow. Kolejnym krokiem w realizacji projektu bedzie
wykorzystanie zdobytej wiedzy na temat kontaktow do wytworzenia fotoopornikowych struktur
grzebieniowych na bazie struktur azotku boru hodowanych w naszej grupie metoda epitaksji z fazy gazowe;j
z uzyciem zwigzkow metaloorganicznych (MOVPE). Wstepne charakterystyki pradowo-napigciowe
pokazuja, ze wygrzanie probek w wysokiej temperaturze oraz w odpowiednim gazie w istotny sposob
zmniejszenie ich oporu elektryczny. Wstepne pomiary fotoprzewodnictwa przeprowadzone na strukturach
grzebieniowych, w ktorych odstep migdzy sgsiednimi elektrodami wynosit 10 pm, a dlugos¢ elektrody
500 um, pokazaty silny sygnat w obszarze widzialnym oraz bliskim ultrafiolecie jak rowniez struktury w
obszarze glebokiego ultrafioletu, ktére mozna wigza¢ z przejSciami miedzypasmowymi. Szczegodtowe
badania struktur detektorowych dostarcza informacji o uzytecznos$ci naszych kontaktow elektrycznych do h-
BN, ale rowniez pozwoli zdoby¢ wiedz¢ o defektach i domieszkach majacych kluczowe znaczenie dla
stworzenia efektywnej struktury diody na zakres DUV wykorzystujacej epitaksjalny azotek boru.



